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Exercice E7.1: question de réflexion

Répondez à la question de réflexion ci-dessous :

Attention on utilise un pnp !

Esquissez le schéma de bandes d’un transistor bipolaire pnp.
À partir de ce schéma, expliquez les concepts de gain en configurations « 
base commune » et « émetteur commun ». 
Comment optimiser le gain ? Quel est l’effet limitant et pourquoi ?

7.1
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Question 7.1bis: Transistor pnp
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Gain en émetteur commun: 
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Optimisation des dopages:
1) Maximaliser le gain  l’émetteur beaucoup plus dopé que la base

 base très courte (attention à l’effet Early)
2) Éviter effet Early  collecteur plus faiblement dopé que la base

 Homostructure E/B/C optimale:  p+ / n / p-
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Exercice E7.2: question de réflexion

Répondez à la question de réflexion ci-dessous :

Attention on utilise un npn !

Définissez la transconductance d’un transistor bipolaire en mode émetteur 
commun. 
Utilisez un transistor npn comme amplificateur de tension. 
Comment fixer le point de travail ? Comment introduire le signal AC ? 
Quel est le gain ? (Esquissez si possible une explication graphique). 

7.2
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Conductances et transconductances
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Question 7.5bis: trans-conductance

Conductance d’entrée gBE =IB/VBE
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Transistor npn comme ampli de tension: 
point de travail 
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Transistor npn comme ampli de tension: 
point de travail 
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Transistor npn comme 
ampli de tension: signal AC 
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- Les capacités C1 et C2 assurent le couplage du signal AC 
à l’entrée et à la sortie 

- La capacité C3 maintient la tension de bias VE0 fixe et assure un transfert
complet du signal vin sur le courant IC. 

- RS doit être beaucoup plus petit que RBE=1/gBE
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Transistor npn comme
ampli de tension: signal AC 
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Exemples
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Caractéristique de sortie: IC(VCE, IB)
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Valeurs typiques pour 
le BJT en silicium
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